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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

® Halbleitervorrichtung und Verfahren zum Herstellen von dieser durch Chipvereinzelung 
(57) Eine Schutzlage wird an einer Montagevorrichtung be- 

festigt und Bereiche der Schutzlage, die Bereichen ent- 

sprechen, an denen ein Zerteilen durch Chipvereinzelung 

durchzufuhren 1st, werden entfernt, um Rillen auszubil- 

den. Dann wird ein Halbleiterwafer an einer der Montage 

vorrichtung gegenuberliegenden Seite mit der Schutzla- 
ge verbunden und wird die Montagevorrichtung von der 

Schutzlage und dem Halbleiterwafer gelost, die miteinan- 

der verbunden sind. Danach wird der Halbleiterwafer 

durch Chipvereinzelung entlang den Rillen der Schutzla- 
ge in Halbleiterchips zerteilt Da die Schutzlage nicht 

durch die Chipvereinzelung zerteilt wird, werden keine 

Bruckstucke der Schutzlage erzeugt, was eine Verunreini- 

gung an den Chips verhindert. 
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Bcschreibung 

. Die vorliegende Eriindung bctrifft cin Vcrfahrcn zum 
TTerslellen cincr llalhlcilcrvorrichlung (lurch Chipvcrcinze- 
lung b/.w. Dicen eines mil cincr Schulzlagc bedccklcn Tlaib- 
leiterwafers enllang von Rilzlinicn, cine durch das Vcrfah- 
rcn hergeslellle Ilalhleiiervorrichlung und cine fur das Vcr- 
fahrcn verwendbare Wafcr-Loscvorrichlung. 

Wic cs in viclcn Drue ksch rill en. wic zum Beispiel dcr, TP- 
A- 10-24225.*, dcr JP-A-7-99172, dcr US-A-5 824 177 und 
dcr US-A-5 362 (>8I offenbarl isi, ist, wenn cin ITalblciler- 
wafcr. dcr nichrcrc bcwcglichc Abschnitic aufwcisl, in mch- 
rcrc Chips /.crtcill wird, cine Schutzlagc an dem Halblcitcr- 
wafer angebrachl. uiu die bewcglichcn Abschnitic zu schut- 
zcn. (n dicsem Zusland wird dcr ITalblcitcrwafer in eincm 
Walerschneideschnii /.usunimcn mil dcr Schutzlagc in die 
Chips verein/eh. 

Bci dem zuvor hoschricnenen Vcrfahrcn im Stand dcr 
Technik werden jedoch. da die Schutzlagc zusammcn mil 
dem Ilalblcilcrwal'cr vcrein/.cli wird. Bruchslucke der 20 
Schulzlagc. wic zum Beispiel organischc Klcbstoffpartikcl 
durch das /erteilen erzcugl und haflen als Verunrcinigungen 
an den (.'hips. Die Bruchslucke konncn dcrarl an auf den 
Chips ausgebikleicn Elcklrodcn haflen, daB die Elcklrodcn 
hinsichllich cincr eleklrischeii und nicclianischcn Verbin- 25 
dung naehlcilig hccinlruchligl werden. 

Weiterhin muB bci dem Vcrfahrcn im Stand dcr Technik 
die Schulzlagc von den Chips cnlferni werden, nachdem dcr 
Waferschneideschrill ausgcfuhrl worden isl. 

Wcnn die Schulzlagc fcsl mil dem Ilalblcitcrwafer ver- 30 
bunden ist. isl das Enifcrncn der Schulzlagc schwierig und 
kann durch cine Bclasiung Beschiidigungen an den Chips 
vcrursachen. Dcshalh isl die Schulzlage mil cincr vcrhall- 
nismaBig kleinen Haflkraft mil dem Ilalblcitcrwafer vcrbun- 
dcn. Aufgrund desscn wird die Schulzlage wahrend des Wa- 35 
fcrschneidesehrilts leichl von dem ITalblcilerwafcr getrennt. 
Als Ergebnis kann die Schulzlagc die bewcglichen Ab- 
schnilte nichl ausreichend schutzen. 

Die vorliegende Erfindung isl im Ilinblick auf die vorher- 
gehenden Probleme gcschatVcn worden. 40 

Eine Aufgabc dcr vorlicgenden Erfindung bcstchl darin, 
zu vcrhindcrn, daB cine Halbleitervorrichtung durch Bruch- 
slucke cincr Schulzlagc verunrcinigi wird. die crzeugt wer- 
den, wenn cin mil der Schulzlagc bedecktcr Ilalbleiterwafer 
durch Chipvcrcinzelung zerteilt wird, urn die Halbleilcrvor- 45 
richlung auszubilden. Hinc wcilcre Aufgabe dcr vorlicgen- 
den Erfindung besiehi darin, cine ITalblcitervorrichtung und 
cin Vcrfahrcn zum TIerslellcn der Ilalbleilcrvorrichtung zu 
schaffcn, die imstande sind, cin Abtrcnncn der Schutz.lagc 
zu vcrhindcrn. 50 

Diese Aufgabc wird mil den in den Anspriichcn 1.8, 12 
14, 15 und 16 angegebenen MaBnahmen gelost. 

Wcilcre vortciihaftc Ausgcsiallungen dcr vorlicgenden 
Erfindung sind Gegensland der abhiingigen Anspriiche. 

(jemati cincm Aspckt der vorlicgenden Eriindung wird 55 
bei einem Vcrfahrcn zum TIerslellcn einer Halbleitervorrich- 
tung, nachdem cine Schulzlage an cincr Montagcvorrich- 
tung bcfesiigt worden isl, cin Wafcrschneidebcreich dcr 
Schutz.lagc enlfcmi. Dann wird cin Ilalblcitcrwafer mit der 
Schulzlagc verbunden und wird die Montagevorrichtung 60 
von der Schulzlage und dcr Ilalbleilcrvorrichtung gelost, 
wcxlurch dcr ITalblcilerwafcr aus dem Waferschneidcbc- 
rcich der Schutzlagc frcilicgt. Dann wird der Halbleilcrwa- 
fcr durch Chipvcrcinzelung cntlang des Waferschncidebe- 
rcichs zcrtcill, um die Ilalbleilcrvorrichtung auszubilden. 65 

Bci dem zuvor beschriebenen Vcrfahrcn werden, da dcr 
Wafcrschneidebcreich dcr Schutzlagc cnlferni wird und die 
Schutzlai»c nichl durch die Chiovcrcinzclune wird. keincrlei 
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Bruchslucke der Schulzlage durch die Chipvcrcinzelung' cr- 
zeugt. Als Brgcbnis wird die Halblcilcrvorrichlung nicht 
durch die Bruchslucke vcrunrcinigt. Da cine Wafcrschneide- 
klingc die Schutzlagc nichl hcruhren muB, wird das Ablren- 
5 nen der Schutzlagc nicht durch die Wafcrschneidcklingc 
vcrursacht. 

GemaB cincm wcilcren Aspckt dcr vorlicgenden Hr fin- 
dung weist cine llalblciicrvorrichiung eincn Halbleitcrchip, 
dcr durch Zcrteilcn eines TIalbleilcrwafers durch Chipver- 
10 einzelung vorgeschen wird, und cine Schutzlagc auf, die auf 
dem Halbleitcrchip angeordnct isl. Ein Umfangsrandab- 
schnitt dcr Schutzlagc ist an einer Innenseilc cincs IJm- 
fangsrandabschnitts des Halbleitcrchip vorgeschen. Da dcr 
Umfangsrandabschnilt dcr Schutzlagc an dcr Innenseilc des 
Urnfangrandabschnitts des Halbleitcrchip vorgeschen ist, 
beruhrt cine Waferschncideklingc nichl die Schulzlagc, 
wcnn der Ilalblcitcrwafer zerteilt wird. Dcshalb kann cin Er- 
zcugen von Bruchsluckcn und cin Abtrcnncn dcr Schulzlage 
verhindert werden. 

Die Erfindcr dcr vorlicgenden Erfindung haben das Vcr- 
fahrcn zum TIerslellcn der Halbleitervorrichtung wcitcr un- 
tcrsucht und gcprufl und fcslgeslcllt, daB, wenn cine Hafl- 
kraft zwischen der Schutzlagc und dcr Montagcvorrichiung 
stark war, dcr ITalblcitcrwafer cinfach bricht, wcnn die 
Schutzlagc und der II alb lei ter wafer von der Moniagcvor- 
richiung gelost werden. 

Um das zuvor beschriebene Problem zu losen, werden ge- 
maB dcr vorlicgenden Erfindung die Schulzlagc und der 
Ilalblcitcrwafer durch einen Druck, der von der Seilc dcr 
Montagevorrichtung auf die Schutzlagc ausgcubl wird, von 
der Montagevorrichtung gelost. DemgcmaB kann der ITalb- 
leiterwafer^ ohne beschadigl zu werden, zusammcn mil der 
Schulzlage gelost werden. Eine Bearbeitbarkeil und ein 
Durchsalz zum loosen des Hal b lei I cr wafers von der Monta- 
gevorrichtung werden cbenso vcrbessert. 

Weiterhin wird, um das zuvor beschriebene Problem zu 
losen, gemaB einem wcilcren Aspckt dcr vorlicgenden Er- 
findung eine Wafcr-Loscvorrichtung zum Losen des TIalb- 
leilcrwafers und dcr Schutzlagc von dcr Montagevorrich- 
tung vcrwendet. Die Wafcr-Loscvorrichtung weist die Mon- 
tagevorrichtung zum festen Halten dcr Schutzlagc und cine 
Druckausubungscinrichlung zum Ausubcn cincs Drucks auf 
die Schutzlagc auf. DemgcmaB wird die Schulzlage durch 
den Druck zusammcn mit der Halbleitervorrichtung cinfach 
von der Montagevorrichtung gelost . 

Die vorliegende Erfindung wird nachstchend anhand von 
Ausfuhrungsbeispiclcn unler Bczugnahmc auf die beilie- 
gende Zeichnung nUhcr erlautert. 
Es zeigen: 

Fig. 1A bis 2C Qucrschnittsansichlen cincs Verfahrcns 
zum Ilcrslellcn cincr Halbleitervorrichtung gemaB einem er- 
slen Ausfuhrungsbeispiel dcr vorlicgenden Erfindung auf 
eine stufenartige Weise; 

Fig. 3A bis 4B Qucrschnittsansichlen eines Verfahrcns 
zum Herstellcn einer Halbleitervorrichtung gemaB einem 
zweilen Ausfuhrungsbeispiel dcr vorliegcndcn Eriindung 
auf eine stufenartige Weise; 

Fig. 5 cine Querschnitlsansichl der Ilalbleilcrvorrichtung 
gemaB dem zweilen Ausfuhrungsbeispiel dcr voriiegenden 
Erfindung; 

Fig. 6 eine schcmalische Draufsichl dcr Halbleitervor- 
richtung gemaB dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel der vor- 
licgenden Erfindung; 

Fig. 7A cine schcmalische Querschnitlsansichl cincr ab- 
gcwandcltcn ITalblcitervorrichtung gemaB dem zweilen 
Ausfuhrungsbeispicl dcr vorlicgenden Erfindung; 

Fig. 7B cine schcmatischc Draufsichl dcr abgewandellen 
Halbleitervorrichtung in Fig. 7A; 
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Fig. 8A bis 8F QucrschnitLsansicht.cn cincs Vcrfahrcns 
/.urn TTerstellcn cincr Ilalblciicrvorrichtung gcmaB cincm 
driltcn Ausfuhrungsbcispicl dcr vorliegcndcn lirfindung auf 
cine siufenartige Wcisc: 

Fig. 9 cine Qucrschnillsansicht cincr abgcwandcltcn 5 
TTalbleiicrvorrichlung gcniaB dem dri lien Ausfuhrungsbci- 
spicl dcr vorliegcndcn lirfindung; 

Fig. 10 cinc.Qucrschniltsansichl cincs Falls, in dem cine 
llache Schui/.lagc vcrwcndci wird; 

Fig. 11 A bis 111* Qucrschniitsansichlcn cincs Vcrfahrcns to 
zum TTcrsicllcn cincr TTalblciicrvorrichtung gcmaB cineni 
vicrtcn Ausfuhrungsbcispicl dcr vorliegcndcn lirfindung auf 
cine slufenariige Wcisc; 

Fig. 12 cine Qucrschnillsansicht cincr abgcwandcltcn 
Ilalbleilcrvorrichlung gcmaB dem vicrtcn Ausfuhrungsbci- 15 
, spiel. dcr vorliegcndcn lirfindung; 

Fig. 13A bis 13Ti Qucrschniitsansichlcn cincs Vcrfahrcns 
y.uni TTcrsicllcn cincr TTalblciicrvorrichtung gcniaB cincm 
fun ft en Ausfuhrungsbcispicl dcr vorliegcndcn lirfindung 
auf cine stufenartige Wcisc; 20 

Fig. 14A bis 16C Qucrschniitsansichlcn cincs Vcrfahrcns 
zum TTcrsicllcn cincr Ilalbleilcrvorrichlung gcniaB cineni 
sechsten Ausfuhrungsbcispicl dcr vorliegcndcn Tirfindung 
auf cine slufenarlige Wcisc; und 

Fig. 17A und 17B Qucrschnillsansichlcn cincs Vcrfah- 25 
rens zum TTcrsicllcn dcr TTalbleiicrvorrichlung unlcr Vcr- 
wendung cincr abgewandchen Versiarkungsplalic gcniaB 
dem sechsten Ausfuhrungsbcispicl dcr vorliegcndcn lirfin- 
dung. 

Tn den Ausfuhrungsbeispiclcn ist mil cincm TTalbleitcrwa- 30 
fer cin Wafer gemcini, bevor und nachdem cin Wafcrschnei- 
dcschrill ausgcfuhrl wird. vorausgcscizi, daB dcr Wafer cine 
Kontur seines Anfungszustands aufwcisi. 

Nachslchcnd erfolgl die Bcschrcibung cincs crslcn Aus- 
fuhrungsbeispiels der vorliegcndcn lirfindung. 35 

In dem erslen Ausfuhrungsbcispicl dcr vorliegcndcn lir- 
findung wird cin Vcrfahrcn /.urn TTcrsicllcn cincr TTalbleiicr- 
vorrichlung gcniaB dcr vorliegcndcn lirfindung an verschie- 
denen TIalblciier\'orrichtungen angewcndcl, die bcwcglichc 
Abschnille bcinhalien, wic zutn Bcispiel cin an dcr Obcrfla- 40 
chc inikrovcrarbeilctcr Beschlcunigungsscnsor, cin Drch- 
winkelsensor und cine reflekticrcnde digilalc Mikrospiegcl- 
Projckl ions vorrichlung b/.w. DMD. Das Vcrfahrcn in dem 
crslcn Ausfuhrungsbcispicl dcr vorliegcndcn lirfindung 
wird unlcr Bezugnahmc auf die Fig. 1 A bis 2C erlautert. 45 

/ucrst wird, wic es in Fig. 1 A gczeigt ist. cine Schutzlagc 
1 vorbercilel. Die Schul/.lagc 1 ist aus cincr UV-hartcnden 
Schul/.lagc ausgcbildcl, wobci cine Basis von ihr /uni Bci- 
spiel aus Pol vole (in bcstchl. Die Schul/.lagc wcisi cine Kleb- 
su>tVoherflachc la /.uni Bcdeckcn cincs ITalbleilcrwafers 11 50 
und cine Oberllachc lb an ciner dcr KlcbslofTobcrflache la 
gegenuberiiegenden Scilc auf. Wcilcrhin isl cine Montagc- 
vorrichtung 4, wic sic in Fig. IB gezcigt isl, auf cincm lir- 
wamiungsvorrichLungsblock (nicht gezcigt) angcordncl. 
Die Montage vorrichlung 4 wcist Verticfungen 2 und L^ochcr 55 
3 fur cine Vakuuinabsorpiion auf. Dcr Iirwarmungsvorrich- 
lungsblock fuhrt die Vakuuinabsorpiion zusammenwirkend 
mil den Lochcrn 3 dcr Moniagevorrichtung 4 durch. 

Als nachslcs wird in cincm Montagcvorrichlungs-Befe- 
siigungsschrill, der in Fig. 1C gczcigl isl, die Schutzlagc 1 60 
auf dcr Mont age vorrichtung 4 angcordncl, wobci die Ober- 
llachc lb die Moniagc vorrichtung 4 bcriihrt und die Klcb- 
sioffobcrllachc la nach oben frcilicgl. Dann wird die 
Schutzlagc 1 durch Vakuuinabsorpiion, die durch die To- 
cher 3 durchgefuhrt wird, entlang dcr Verticfungen 2 cingc- 65 
beuli. Da die Moniagevorrichtung 4 auf cine Tempcratur in 
cineni Bercich von 40 bis 2()()°C crwarml isl, werden 
Schuizkappenabschniltc 5 auf dcr Schul/.lagc 1 mil Fornicn 



ausgcbildcl, die den Verticfungen 2 entsprechen. Die 
Schul/.lagc 1 wird durch Anzichung durch die Tx3chcr 3 an 
dcr Montage vorrichlung 4 befestigt. 

Tn cincm Schulzlagenbcrcich-TinlfcrnungsschrilL dcr in 
Fig. ID gczcigl ist, wird die Montage vorrichlung 4 zusam- 
mcn mil dcr Schulzlagc 1, die an der Moniagevorrichtung 4 
befestigt ist, von dem lirwarmungsvorrichtungs block gclost. 
Die Moniagevorrichtung 4 wird dann auf cincm Triiger 
(nichi gczcigl) angcordncl, wclcher wic dcr lirwannungs- 
vorrichtungsblock unlcr Vakuum absorbieren kann.. Dann 
werden Bcrcichc der Schutzlagc 1, an denen in cincm naeh- 
slchcnd beschricbenen Waferschncidcschrill cin Wafer- 
schnciden durchzufiihrcn isl, durch Abtrcnncn cnlfcrnl, uni 
dadurch Rillcn 6 an den cntfcrnlcn Bercichcn bzw. Wafer- 
schncidebereichcn auszubilden. Als lirgehnis ist die Schutz- 
lagc 1 in Bcrcichc gcteill, die Abmcssungcn aufweisen, die 
ungclahr die gleichen wic dicjenigen von TTalblcitcrchips 
sind, die auszubilden sind. In diescm Schritt wird die 
Schul/.lagc 1, da die Schutzlagc 1 durch Vakuuinabsorpiion 
an dcr Moniagevorrichtung 4 befestigt isl. nicht in Stuckcn 
gelds l, nachdem dcr Schulzlagcnbcrcich-linlfcrnungsschrill 
ausge fiihrt worden isl. 

Als nachslcs wird in cincm Wafervcrbindungsschrill, dcr 
in Fig, Hi gczcigl isl, dcr TIalblcilcrwafer 11, dcr bcwcgli- 
chc Abschnille 10 aufwcisi und /.urn lieispicl aus Silizium 
bcstchl, durch Klcbsloffe derart mil der Schul/.lagc 1 ver- 
bunden, daB die bcwcglichcn Abschnille 10 den Kappenab- 
schniltcn 5 gcgcnubcrlicgen. Die Schutzlagc 1 kann cine 
druckempfindliche Klebstofllagc sein, so daB dcr TIalblcilcr- 
wafer 11 da mil verbunden wird. Das Posilionieren zwischen 
der Schul/.lagc 1 und dem TIalblcilcrwafer 11 wird durch 
Ausrichlungsmarkicrungcn, die auf dcr Schulzlagc 1 und 
dem TIalblcilcrwafer 11 ausgcbildcl sind, oder durch cine 
CCD-Kamera durchgefuhrt. liin Roller kann bci cincm Tir- 
warmcn des TIalblcilcrwafers 11 auf dem TIalblcilcrwafer 11 
gcrollt werden, so daB dcr TIalblcilcrwafer 11 mil der 
Schulzlagc 1 verbunden werden kann, ohnc Kinschlussc in 
den Klcbsloflcn zu er/cugen und cine ITaftkraft der Klcb- 
slolTc zu vcrschlechtern. 

Dann wird cine Chipvcrcinzclungslagc 12 an dcr andcrcn 
Obcrflachc des ITalbleilcrwafers 11 an cincr den bcwcgli- 
chcn Abschnitlcn 10 gegenuberiiegenden Scilc angebracht. 
Die Chipvcrcinzclungslagc 12 kann an dem Halblciterwafcr 
11 angebracht werden, bevor dcr Hal b lei tcr wafer 11 mil der 
Schulzlagc 1 verbunden wird. Durch das Durch fuhrcn des 
zuvor beschricbenen Wafcrvcrbindungsschritts, wic cr in 
Fig- Hi gczcigl isl, wird dcr TTalbleiierwafer 11 an cincr 
Obcrflachc an Schui/.leilcn bzw. Schulzkappen 14 ange- 
bracht und wird cr an der andcrcn Obcrflachc an dcr Chip- 
vercinzclungslage 12 angebracht. Jedes der Schutzlcile 14 
wcisi cincn enlsprcchenden dcr Kappcnahschnitlc 5 und 
cine Abmessung auf, die die gleichc wic die jedes ITalblei- 
tcrchip isu und wird cs an dem TIalblcilcrwafer 11 ange- 
brachl, wahrend diescr an dcr Moniagevorrichtung 4 befe- 
sligl isl. In Fig. Hi sind, obgleich lediglich cin bcweglicher 
Abschnill 10 in jedem Chipbercich dargcsiclll isl, im allgc- 
mcincn mchrcrc bcwcglichc Abschnille 10 in jedein Chip- 
bercich vorgeschen. 

Nachfolgend wird in dem Wafcrschncideschritt dcr in 
Fig. 2A gczcigl ist, nachdem die Moniagevorrichtung 4 von 
der Schulzlagc 1 bzw. den Schutztcilen 14 gclost worden isl, 
der Halblciterwafcr 11 durch Vakuumabsorplion an cincm 
Chipvcrcinzclungsiragcr 13 befestigt. In Fig. 2A isl einedc- 
tailiienc Struktur des Chipvcrcinzclungstragcrs 13 wegge- 
lasscn. Dann wird das Wafcrschncidcn entlang den Rillcn 6 
durchgefuhrt, an denen die Schulzlagc 1 cnlfcrnl ist, wo- 
durch dcr TIalblcilcrwafer 11 in die TTalblcitcrchips gcteill 
wird. Zu dicsem Zciipunkl wird die Chipvcrcinzclungslagc 
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12 nichl vollsliindig gcircnni.. Die TIalblcitcrchips werden 
durch die jeweiligen Schutzlcilc 14 geschiitzt. 

Bei dicscm Waferschncideschritt wird die Schutzlage 1 
nichl gcircnni. l")eshalb werden keincrlei Bruchstiicke der 
Schuly.lagc I crzcugt, urn auf den Halbleitcrchips zu vcrblci- 
ben, wodurch cine Verunreinigung der ('hips verhindert 
wird. AuBcrdcm wird, da cine Waferschncideklinge in dem 
Waferschncideschritt kautn die wSchuiztcilc 14 bcruhrt, kein 
Abirennen der TTalblcitcncilc 14 durch die Wafcrschncide- 
klinge vcrursaeht. 

Da die Schulzlagc 1 nicht so fcsl an dcrn TTalbleiicrwafer 
11 angebraeht wercicn muB. ist das lintfernen der Schutzlcilc 
14 einfaeh. Bci cincm Schulztcil-Enlfcrnungsschritt. wic er 
in Fig. 2B gczcigl isl, wird cine Quarzglas-Montagevorrich- 
tung 15, die imslandc ist, ahnlich der Mont age vorrichlung 
14 cine Vakuurnabsorption durchzufuhren, auf den Schutz- 
tciicn 14 angcordnct, die den Halbleilcrwafcr 11 bedecken. 
Dann wird cine UV-Beslrahlung durch die Quar/g I as- Mon- 
tage vorrichlung 15 dcrart durch gcfuhrl, daB der KicbstofT 
gchariel wird, urn cine vcrringerte llaflkraft aufzuweiscn. 
und werden die Schutzlcilc 14 durch die Vakuurnabsorption 
entfernt. DemgemaB wird der Zustand geschaflen, der in 
Fig. 2C gczcigl isl. 

Die Quarzglas-Montagcvorrichlung 15 kann wic die 
Montage vomer" Hung 4, die zuvor besehrieben worden isl, 
Vertierungen aufweiscn. Ansonsten kann die Quarzglas- 
Montagcvorrichlung 15 Icdiglich Lochcr fiir cine Vakuurn- 
absorption an Positional aufweiscn, die flachen Flachen der 
Schutzlcilc 14 enlsprechen. Jeder Ilalblcilcrchip bzw. jedc 
Halblcilcrvorrichlung 100, die durch Tinlfcrncn der Schutz- 
teile 14 ausgebildet wird, kann als cin hcrkommlicher IC- 
Chipgchandhabt werden. Obgleich die Quarzglas-Montagc- 
vorrichlung 15 in dem vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel 
vcrwendel wird, urn die Schutzlcilc 14 zu entfemen, sind an- 
dere Materialien als die Montage. vorrichlung 15 vcrwend- 
bar, vorausgcscl/L daB das Material UV durchlassen kann. 
Die UV-Bestrahlung kann unter Verwcndung cines Spiegels 
odcr ciner optischen T ; ascr durchgefuhrt werden, vorausge- 
set/l, daB die gesatnic Wafcrobcrflachc mil UV bcstrahll 
wird. 

Wcnn die Schulzlagc 1 aus cincm sich bci Warmc zusam- 
rnenzichenden Kunsisloffilm bcstchl, werden die Rillcn 6 
aufgrund eines Zusammcnzichens der Schulzlagc 1 bei 
Warnic aufgcwciteU nachdeni der Schutzlagcnbereich-linl- 
fcrnungsschrilt ausgefuhrt worden ist. Deshalb konnen die 
enlfernicn Bereiche der Schutzlage 1 vcrringert werden. 
Hbcnso kann, da es schwierig ist, daB die Wafcrschncidc- 
klinge die Schulzlagc 1 in dent Wafcrschncideschriti be- 
riihrt, der Waferschncideschritt einfacher durchgefuhrt wer- 
den. Vorzugswcise wird der sich bei Warnic zusamrnenzie- 
hende Kunstsloffilni aus Filmcn der Polyolefinfamilie, wic 
zum Beispicl cincm Polycthylcnliim und cincm Polypropy- 
lenfilnu und Mlmcn ausgewahli, die durch Ziehen vcrarbei- 
tet werden, wie zum Beispicl ein Polyvinylchloridfilm und 
ein Polycslcrtilm. 

In dem vorlicgendcn Ausfuhrungsbeispiel wird die 
Schutzlage 1 durch Vakuurnabsorption an der Montagcvor- 
richtung 4 befestigt. Deshalb kann die Schutzlage 1 einfaeh 
an der Montage vorrichlung 4 befestigt werden und von der 
Montagevorrichtung 4 gelosl werden, ohne beschadigl zu 
werden. Ebcnso wird da die Schutzlage 1 nicht in dem Wa- 
ferschncideschritt zerteill wird, die Tjcbensdauer der Wafcr- 
schneideklingc veriangert. 

Nachstchend crfolgt die Beschreibung eines zweiten Aus- 
fuhrungsbcispicls der vorlicgendcn Tirfindung. 

Tn dcrn zweiten Ausfuhrungsbeispiel der vorlicgendcn Er- 
findung werden die Schutzlcilc bzw. Schulzkappcn 14 ahn- 
Wrh Hem r.rsien Ansfiihrnnnshcisniei der vorlicecnden Erfin- 
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dung ausgebildet. Untcrschicdc zu dem crsten Ausfuhrungs- 
beispiel der vorlicgendcn Hrlindung sind, daB der Halblei- 
tcrwafer 11 AnschluBnachcnabschnilte 21 aufweist. die 
durch Drahlkontaklierung clektrisch mil external Schaltun- 

5 gen zu verbinden sind (siehe Fig. 3E), und daB die Schulz- 
tciie 14 nicht entfemt werden und in Erzeugnissen verblei- 
ben. Deshalb miissen die Schutzlcilc 14 teilweisc an Ab- 
schnitlcn crilfcrnl werden, die den AnschluBlliichenab- 
schninen 21 entsprcchen. Die TTauplunlerschiedc zu dem er- 

10 slen Ausfuhrungsbeispiel der vorlicgendcn tirfindung wer- 
den nachstchend dctaillicrtcr besehrieben. Its ist anzumcr- 
ken, daB die gleichen Teilc wic dicjenigen in dcrn crslcn 
Ausfuhrungsbeispiel der vorlicgendcn lirfindung in dem 
zweiten Ausfuhrungsbeispiel der vorlicgendcn lirfindung 

15 und spatcr beschriebenen andcrcn Ausfuhrungsbeispielcn 
der vorlicgendcn lirfindung mil den gleichen Bezugszcichen 
bezcichnet sind. 

Die Fig. 3A bis 4B zeigen schcrnatisch das Vcrfahrcn 
zum ITcrsiellen der ITalblcilcrvorrichtung gemaBdern zwei- 

20 ten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erhndung auf 
cine stufenartige Wcise. Die Schritle, die in den Fig. 3A bis 
3C gczcigl sind, werden im wesenllichen auf die gleiche 
Wcise durchgefuhrt, wic dicjenigen, die in den Fig. 1A bis 
IC gczcigl sind. In eincm Schutzlagenbcrcich-Enlfcrnungs- 

25 schritt, der in Fig. 3D gczcigl isl, werden Bereiche der 
Schutzlage 1, an denen das Wafcrschneiden durchzufuhren 
ist, und Bereiche der Schutzlage 1, die den AnschluBfla- 
chcnabschnitlcn 21 enlsprechen. wie in dem Schritt, der in 
Fig. ID gczcigl ist, entfernt, um OtTnungsabschnitte 23 aus- 

30 zubildcn. Die Bereiche, die den AnschluBflachenabschnitten 
21 enlsprechen, konnen in einern Lagcnzustand durch Pres- 
sen oder derglcichen von der Schutzlage 1 entfernt werden, 
bevor der Schulzlagenbcreich-Emfernungsschritl ausge- 
fuhrt wird. 

35 Als nachstcs wird in einem Wafervcrbindungsschritt, der 
in Fig. 3E gezcigt ist, der Halbieiterwafer 11 derarl mil der 
Schutzlage 1 verbunden, daB die AnschluBfiachenabschnitle 
21 an den Offnungsabschnitten 23 frcilicgen. DcmgctnaB 
liegen sowohl die AnschluBnachcnabschnilte 21 als auch 

40 die Wafcrschneideabschnitle 22 an den jeweiligen Off- 
nungsabschnillen 23 frci. Die andcre Vorgchensweisc in 
dem Waferverbindungsschritt ist im wesenllichen die glei- 
che wie die in dem crsten Ausfuhrungsbeispiel der vorlie- 
genden Hrfindung. In dem vorliegenden Ausfiihrungsbei- 

45 spiel kann, da die Schutzlcilc 14 nicht entfernt werden miis- 
sen, die Schutzlage 1 fest befestigt werden. Dies ist bevor- 
zugt, urn das Abirennen der Schutzlage 1 zu verhindcrn. Es 
ist. nichl iiimicr notwendig, die AnschluBfiachenabschnitle 
21 vollkornmen freizulegcn. Die AnschluBfiachenabschnitle 

50 21 konnen aus jeweiligen Fcnstcrn zur Drahlkontaklierung 
teilweisc freigclcgl werden. 

Als nachslcs wird, wie es in Fig. 4A gezcigt isl, der Wa- 
ferschncideschritt im wescntlichen auf die gleiche Wcise 
wie in dem crsten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Er- 

55 lindung ausgefuhrt, urn dadurch den Halbieiterwafer 11 in 
Halbleitcrchips bzw. -vorrichtungen 200 zu schneiden. In 
dem vorlicgendcn Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung halt, wie es in Fig. 4B gezcigt ist, jeder Halblei- 
terchip 200 jedes Schutzleil 14. Nachdcm der Wafcrschnei- 

60 deschritt ausgefuhrt worden ist, werden die Halbleitcrchips 
200 von der Chipvercinzelungslagc 12 gelost. Dann wird ein 
Drahtkontaklicrungsschritl an jedem Halblciterchip 200 
derarl durchgefuhrt, daB Drahle mil den AnschluBflachenab- 
schnitten 21 verbunden werden, die aus dem OfTnungsab- 

65 schnitl 23 des Schutztcils 14 frcilicgen. Die AnschluBfla- 
chcnabschnilte 21 werden vorzugswcise vor dem Drahikon- 
laktierungsschritt gcreinigl. 

Fic. 5 zcicl cine Halblcitcrvorrichtunfi, an wclchcr der 
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Drahlkoniaklicrungsschriil durchgcfuhn wird, als cin Bci- 
spicl. Ein Halblcitcrhcschlcunigungsscnsor 31. dcr als cincr 
dcr TTalbleilcrchips 200 ausgcbildel. ist, wird aufcincm Sub- 
sl.ral 30 (zuiti Bcispicl eincm Kcramiksubstral, cincr ge- 
drucktcn Txilerplallc odcr cinem Lcilcrrahmcn) durch eincn 5 
Klcbstoff b/w. cine Klcbslofflagc 32, cine Silberpaste odcr 
dcrglcichcn durch Bedienen cincs Robolcrarms odcr dcr- 
glcichcn angcordncl. Als naehslcs wird cin. Drahl, dcr aus 
Gold, Aluminium odcr dcrglcichcn bcsichi, aufcincm An- 
sehluBflachenabschnill 21 und cincin AnschluB 34 bcfcstigl, 10 
dcr auf dem Subslral 30 vorgeschen isl. Daher wird dcr 
Drahlkonlaklicrungsschrilt ausgefiihrt. 

Fig. 6 zeigt den Bcschlcunigungsscnsor 31 b/w. den 
ITalblcilcrchip 200 von cincr Scire des Schulzicils 14. Wic 
cs in Fig. 6 gc/cigl ist, bcdcckl das Schul/tcil 14 den Be- 15 
schleunigungsscnsor 31 ausgenommen des Wafcrschneidc- 
abschnitis 22 und dcr AnschluBllachenabschnillc 21. Dcr 
Offnungsabschniti 23 isl cin Abschnilt, dcr nichl mil dem 
Schul/lcil 14 bcdcckl isl. Weilcrhin zeigen die Fig. 7 A und 
7B eincn Fall, in demdie AnschluBflachenabschnillc21 teil- 20 
wcisc aus dem Schul/lcil 14 freiliegcn, das hciBt, die OfT- 
nungsabschnillc 23 sind dcrart ausgcbildel. daB sic leilwcise 
die AnschluBflachenabschnille 21 freilegen. 

Daher kann gcmaB dem vorlicgcndcn Ausfuhrungsbei- 
spiel zusalzlich /u den gleichen Effeklen wic denjenigen in 25 
dem crsten Ausfiihrungsbeispicl dcr voriiegenden Erfin- 
dung, dcr Drahlkonlaklicrungsschrilt ohnc cin Enlfcrncn der 
Schul/lage 1 b/.w. des Schut/lcils 14 von dem ITalblcilcr- 
chip 200 durchgcfuhn wcrden. Da cs nichl notwendig isl, 
das Schul/lcil 14 nach dem Wafcrschncideschrilt z.u cnlfcr- 30 
ncn, kann die Schul/lage 1 test mil dem Wafer vcrbunden 
wcrden. Als Ergebnis kann das Ablrcnnen dcr Schul/lage 1 
zweckmaBigcr vcrhindcrt wcrden. 

Nachsichcnd erfolgi die Beschreibung cincs drillcn Aus- 
fuhrungsbcispicls dcr vorlicgcndcn Erfindung. :« 

Die Fig. 8A bis 81 ; /cigen cin Vcrfahrcn /urn TTcrstellcn 
cincr Ilalblcilervorrichtung gcmaB dem driLlen Ausfiih- 
rungsbeispicl der vorlicgcndcn lirfindung auf cine slufcnar- 
tigc Wcisc. In den crsicn und zwcilcn Ausluhrungsbcispic- 
lcn dcr vorlicgcndcn Erfindung wird der Halblcitcrwafcr 11 40 
von cincr seiner Obcrflachcn vcrarbeilcl. Ini Gegcnsal/. dazu 
wird in dem vorlicgcndcn Ausfiihrungsbeispicl dcr Halblei- 
icrwafcr 11 von scincn vordcrcn und hinlcren Obcrflachcn 
vcrarbeitcl. Das hciBt, wic cs in Fig. 8A gc/cigl isl, dcr 
Halblcitcrwafcr 11 in dem vorlicgcndcn Ausfuhrungshci- 45 
spiel wcist von dcr hinlcren Obcrflachc verarbcilclc Ab- 
schnillc 41 auf, die durch Al/en odcr derglcichcn, das von 
der hinlcren Oberllachc durchgcfuhn wird, als Oflhungsab- 
schnillc ausgcbildel wcrden. Die bcwcglichcn Abschniltc 10 
licgen sowohl aus der vordcrcn aJs auch hinlcren Oberllachc 50 
des Ilalhleiicrwafcrs 11 frci. 

In eincm Klebsloffiagcn-Verbindungsschrilt an der hinlc- 
ren Obcrflachc wird cine Klcbsiofllagc b/.w. ruckscitigc 
Schuty.lage 42 mil dcr hinieren Obcrflachc des ITalbleilcrwa- 
lers 11 vcrbunden. um die hi mere Oberllachc zu schuizcn. 55 
Weilcrhin wird in dem Wafervcrbindungsschrill die Schuiz- 
lagc 1. wclchc wic in dem crsten Ausfuhrungsbcispicl dcr 
vorlicgcndcn Erfindung dcrarl vcrarbeilcl wird, daB sic die 
Rillcn 6 aufweisl. mil dcr vordcrcn Obcrflachc des Ilaiblei- 
icrwafcrs 11 vcrbunden, wahrend sic an dcr Monlagcvor- 60 
richtung 4 befestigt ist. Dieser Zusiand ist in Fig. 8B gc- 
zcigt. 

Dann wird, wic cs in Fig. 8C gc/cigl isl, die Schul/lage 1 
von dcr Montagcvorrichiung 4 gelosi. Danach wird, wic cs 
in Fig. 8D gc/cigl ist, dcr Halblcitcrwafcr 11 durch Vaku- 65 
umabsorption millcls cincs Wafcrschncidcsircifcns 12a an 
dcr Scitc des Klcbsioffilms 42 an dem Wafcrschncidciragcr 
(in Fig. 8D nicht gc/cigl) bcfesligl. Dann wird der Wafer- 



schncidcschrill wic in dem crsicn Ausfuhrungsbcispicl dcr 
vorlicgcndcn Erfindung ausgcluhrl. Dcr Waferschneide- 
strcifen 12a wcisl dic gleiche l ; unklion wic die dcr Chipvcr- 
cin/elungslagc 12 auf und wird nichl vollslandig /erlcill. 

DemgcmaB wird dcr TTalblciicrwafcr 11 in ('hips gctcill. 
Wic cs in Fig. 8E gc/cigl isl, ist jeder ('hip durch das 
Schul/lcil 14 an seiner Sciic dcr vordcrcn Obcrflachc und 
durch den Klcbstol lilm 42 an seiner Scitc dcr hinlcren Obcr- 
flachc geschui/t. Dann wird wic in dem crsten Ausfiihrungs- 
beispicl dcr vorlicgcndcn Erfindung das Schul/tcil 14 enl- 
fcrnl, um dadurch cincn Nalbleiterchip b/w. cine Ilalblciler- 
vorrichtung 300 vor/.uschen, die in Fig. 8F gc/cigl isl. Dcr 
ITalblcilcrchip 300 kann wic cin hcrkdmmlicher KXJhipge- 
handhabt wcrden. 

Das vorlicgcndc Ausfuhrungsbcispicl kann mil dem 
zwcilcn Ausfuhrungsbcispicl dcr vorlicgcndcn Erfindung 
bci dem Ausbildcn des Schut/.lcils 14 kombinicn wcrden. 
Fig. 9 zcigl die Abwandlung. Das Schul/lcil 14, das die vor- 
dcre Obcrflachc des ITalblcilcrchip 300 schut/.t, wird dcrart 
ausgcbildel. daB die AnschluBllachcnabschnitlc 21 und dcr 
Wafcrschneidcabschnilt 22 aus eincm OlTnungsabschniii 23 
freiliegcn. DemgcmaB kann dcr Drahtkoniakticrungsschriti 
an dem TIalblcilcrchip 300 ahnlich zu dem Bcschlcuni- 
gungsscnsor 31 durehgefuhrl wcrden, dcr in Fig. 5 gc/cigl 
isl. 

Daher konnen gcmaB dem voriiegenden Ausfiihrungsbei- 
spicl die gleichen Effeklc wic diejenigen in den crsten und 
zwcilcn Ausfiihrungsbcispiclen der vorlicgcndcn Erfindung 
cr/icll wcrden. Zusat/lich konnen auch dann, wenn die bc- 
wcglichcn Abschniltc 10 aus bciden Obcrflachcn des Ilalb- 
lcilerwafcrs 11 freiliegcn, die bcwcglichcn Abschniltc 10 
/wcckmaBig gcschiil/t wcrden. 

In dem Waferschncidcschriu konnen /wci Alton von Wa- 
ferschncideklingcn in Ubcreinslinimung mil den Eigcn- 
schaftcn dcr Klcbslofflagc 42 vcrwcndci wcrden, um die Le- 
bensdaucr der Walcrschncidcklingcn zu vcrliingern. Gc- 
naucr gcsagl, /crtcill cine crslc Klinge den Halblcitcrwafcr 
11 clwas, wie cs durch eincn Pfcil CI in Fig. 8D gc/cigl ist, 
und schncidct dann cine zweile Klinge den vcrblcibcnden 
Ilalblcitcrwalcr 11, den Klcbstoffilm 42 und den Wafer- 
sch ncidcslrei fen 12a, wic cs durch cincn Pfcil C2 in Fig. 8D 
gc/cigl isl. Die /wci ic Klinge isl dicker als die crslc Klinge 
und bcstehl aus eincm Material, das sich von dem dcr crsicn 
Klinge untcrschcidct. Daher kann cin zweistufiges Zerteilen 
ausgcfiihrl wcrden. Wcnn die Dickc dcr Schul/lage 1 b/w. 
des Schutv.tcils 14 auf /um Bcispicl 50 um crhoht wird, kann 
der Ilalblcitcrwafer 11 von seiner hinlcren Obcrflachc zcr- 
icill wcrden. 

Das Schul/lcil 14 wcisl den Kappcnabschnill 5 auf, um in 
den zuvor beschricbencn Austuhrungsbeispiclcn kcincn bc- 
wcglichcn Abschnill 10 zu benihren. Dcr Kappcnabschnill 5 
wird durch die Moniagevorrichlung 4 ausgcbildel, die die 
Vcrticfungcn 2 aufweisl. Jedoch kann, wic cs in Fig. 10 gc- 
/eigt isl, cin KlcbstotT 52 aufcincm flachen Schul/lcil 51 
don angcordncl wcrden, wo die bcwcglichcn Abschnilie 10 
des Halblciicrwafcrs 11 kcincn Konfliki verursachen. Dem- 
gcmaB kann durch den KlcbstotT 52 vcrhindcri wcrden, daB 
das Schul/tcil die bcwcglichcn Abschnilie 10 beruhrl. Das 
Schuizlcil 51 wird durch Anordncn des KlcbsiotTs 52 auf 
der flachen Schui/lagc 1 und durch Ausbildcn dcr Vcrticfun- 
gcn 6 odcr dcr Oflnungsabschnillc 23 in dcr Schul/lage 1 
ausgcbildel. In dicscm Eali konnen die Vcrticfungcn 2 dcr 
Mont age vorrichtung 4 weggclasscn wcrden, was zu nicdri- 
gen Kostcn fiihn. 

Nachsichcnd crfolgt die Beschreibung cines vicrtcn Aus- 
fuhrungsbcispicls dcr vorlicgcndcn Erfindung. 

Die Fig. 1 1 A bis 1 IE /cigen cin Vcrfahrcn zum TTcrstellcn 
cincr ITalbleitcrvorrichtung gcmaB dem vicrtcn Ausfuh- 
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rungsbcispicl dcr vorlicgcndcn Erfindung auf cine stufcnar- rungsflecken 70 angcwcndct. wcrdcn. 

lige Wcisc. In dcm viertcn Ausfuhrungsbeispicl dcr vorlic- In dcni Monlagcvorrichtungs-BcfcsligungsschritL wird 

gcndcn Hrfindune, wcrdcn, wic cs in Fig. U A gczeigl ist, be- die Schutzlagc 1 an dcr Montagcvorrichlung 4 bcfestigl. 

wcglichc Ahsehnillc 61 in dcm Halblcilcrwafcr 11 mil cincr Dann wird in dem Schul/.lagcnbcrcich-Rnifcrnungsschriu. 

Tide in cincm Bcreich von ungefahr 0,5 bis 100 urn von ci- 5 die Schutzlagc 1 millcls cines Hxcimcrlasers odcr derglci- 

ncr Obcrflache des Wafers 11 ausgcbildet. In dcm vorliegcn- chen dcrarl leilweise cnlfcrnl, daB sic an Bercichcn, die be- 

den Ausfuhrungsbeispicl wird insbesondere eine Veriicfung wcglichcn Abschnitlen 61 des Ilalblciterwafcrs 11 cnlspre- 

62, die durch jeden beweglichcn Abschnilt 61 und die Oher- " chen, Vcflicfungen 71 aufwcisl. Die Verticfungen 71 wciscn 

flachc 60 dcli'nicn isu auf ungefahr 3 um cingcsiclh. In die- die gleiche 1 ; unklion wie diejenige dcr Kappenabschniiie 5 

sem 1-all kann ein Schut/.lcil b/w. eine Sehulzkappe 63 llach 10 auf, die /uvor beschricben worden sind. Wenn die bcwcgli- 

sein. Deshalb wcrdcn in dcm vorlicgcndcn Ausfuhrungsbci- chen Abschnitlc 61 in dcm Wafer 11 mil cincr Tide in cincm 

spiel der Montagevorrichtungs-BcfesiigungsschriiL dcr Bcreich von ungefahr 0,5 bis 100 urn von dcr Wafe robe rfla- 

Schui/lagcnbcrcich-lintfcrnungsschrilU der Wafcrverbin- chc 60 vorgeschen wcrdcn, isl cs nichl immcr nolwendig, 

dunysschriil und der SchuL/lagcn-Vcrbindungsschrill an der die Verticfungen 71 aus/.ubildcn. 

hintcrcn()bcrnachc durchgcfuhrt, wiecs /.uvor beschricben 15 In dcm Schut/Jagenbcrcich-Hnlfcrnungsschritt wcrdcn 

worden isl, wahrend der Schulzfilm 1 llach blcibu ohne die die Rillcn 6 weilcrhin in dcr Schutzlagc 1, die an dcr MonLa- 

Kappenabschniiie 5 aus/.ubildcn, urn dadurch den Zusiand gevorrichiung 4 befcsiigi isl, an Bercichcn b/w. Rii/berei- 

auszubildcn, der in Fig. 1 1 B gczeigl isl. chen ausgcbildet, an denen das Wafcrschnciden durchzufuh- 

Als nachsies wcrdcn, wie es in Fig. 1 1C und 1 ID gc/.cigl rcn ist, urn dadurch die Schutzlage 1 in Sluckc zu teilen, von 

isl. dcr Waferschncidcschritt und dcr Schuiy.leil-Bntfer- 20 dcncnjcdcs cine Abmcssung aufwcisl, die jedem ITalbleilcr- 

nungsschrill wie in dcm drillcn Ausfuhrungsbeispicl dcr chip entspricht. Zu dicscm Zcilpunkl wcrdcn cbenso Bcrei- 

vorhegenden Urlindung ausgeluhrt, urn dadurch cincn Ilalb- chc der Schutzlagc 1, die den Konlaklicrungsflcckcn 70 ent- 

leiicrchip bzw. cine Ilalblcitcrvonichlung 400 aus/.ubildcn, sprcchen, cnlfcrnl, urn Oflhungsabschnitlc 72 aus/.ubildcn. 

die in Fig. 1 II: ge/eigl isl. Das Schul/lcil 63 kann wic in Als nachsies wird der Klcbstoffilm 42 mil dcr hinlcrcn 

dem /.weilen Ausfuhrungsbeispicl der vorlicgcndcn Urfin- 25 Obcrfl ache des Hal bleilcr wafers 11 verbunden. In dcm Wa- 

dunu ausgcbildet wcrdcn! Fig. 12 zcigt den flalblciterchip fcrverbindungsschrill in dcm vorlicgcndcn Ausfuhrungsbci- 

400. der dcmgemaB dcrarl ausgcbildet ist, daB cr das Schulz- spiel wcrdcn Schut/lcile 73, die durch Teilen dcr Schul/.lagc 

icil 63 aufwcisl. aus dcm die AnschluBnachcnahschnillc 21 1 ausgcbildet wcrdcn. mil dcr hinlcrcn Obcrflache des Halb- 

freiliegcn. Der TIalbleilcrchip 400, dcr in Fig. 12 gczeigl isl, leilerwafcrs 11 verbunden, urn die Konlaktierungsfleckcn 70 

kann dem Drahlkonlakiierungsschritl unler/ogcn wcrdcn, 30 aus den Offnungsabschniltcn 72 frci/ulcgcn, wahrend er an 

wahrend das Schul/lcil 63 wie in dcm zweiten Ausfuh- dcr Montagcvorrichlung 4 bcfestigl ist. Als lirgebnis wird 

rungsbcispic! dcr vorlicgcndcn lirfindung gchalicn wird. dcr Zusiand, dcr in Fig. 1 3B gczeigl isl, geschalTcn. 

Obgleich die beweglichcn Abschnille 10 in dem vorlic- Naclidem die Schutzlagc 1 von der Monlagevorrichtung 4 

genden Ausfuhrungsbeispicl aus sowohl vorderen als audi ge lost worden isl, wird der Wafcrschncideschrill cnllang den 

hinlcrcn Oberflachen des Ilalblciterwafcrs 11 frciliegcn, :*5 Rillen 6 ausgeluhrt, urn den Ilalblciterwafcr 11 in Chips zu 

konnen die beweglichcn Abschnitlc 10 wie in den ersten und teilen (siehe Fig. 1 3C). 

zwcilcn Ausfuhrungsbcispielcn dcr vorlicgcndcn lirfindung ■ DcmgemaB wird cin TIalbleilcrchip 500 crzicll, dcr in 

Icdiglich aus dcr vorderen Obcrflache des I la lb leilerwafcrs Fig. 13D gczeigl ist. Dcr TIalbleilcrchip 500 isl mil dcm 

11 frciliegcn, vorausgesctzl, daB die beweglichcn Ab- Schul/lcil 73 bedeckt, das die OlTnungsabschnittc 72 auf- 

schniitc 10 mil cincr Ticfc in cincm Bcreich von ungefahr 40 wcisl, und die Konlaklicrungsflcckcn 70 licgen aus den Off- 

0J5 bis 100 urn von dcr vorderen Obcrflache des Wafers in nungsabschnillcn 72 frei. 

dem Wafer ausgcbildet wcrdcn. Dahcr konnen gcmaB dcm Weilcrhin wird cin Subslral 80 vorbercitcL, das auf sich 

vorlicgcndcn Ausfuhrungsbeispicl die gleichen Efteklc wic eine Icilendc Schichl 81 aufwcisl. Das Subslral 80 isl vor- 

dicjenigen in den crslen^bis drillcn Ausfuhrungsbcispielcn zugsweise cin Keramik-, Glas-, Glas/Keramik- odcr Silizi- 

dcr vorlicgcndcn lirfindung durch Anwendcn der flachen 45 umsubslral odcr cine gcdruckte Lcilcrplattc. Die leilcndc 

Schul/.lagc 1 b/w. des flachen Schulztcils 63 an den TTalblci- Schicht 81 isl mil cincr isolicrcndcn Schichl 82 bedeckt, die 

lerwafcr 11 vorgeschen wcrdcn, dcr die zuvor bcschricbcne dcrarl OlTnungsabschnillc aufwcisl, daB die leilcndc Schicht 

Siruklur aufwcisl. 81 leilweise aus den OlTnungsabsehnilten frcilicgt; 

Nachsichcnd erfolgl die Bcschreibung cincs funflcn Aus- Dann wird, wic cs in Fig. LIE gczeigl ist, dcr Halblciicr- 

fuhrungsbeispiels der vorlicgcndcn lirfindung. 50 chip 500 dcrarl auf dcm Subslral 80 angcordnel, daB die 

In Hem funflcn Ausfiihrungsbeispici dcr vorlicgcndcn Vx- Kontakticrungsflecken 70 die leilcndc Schichl 80 beriihren, 

hndung weist cin Hal b lei I ere hip 500, der durch Chipvercin- die aus den Offnungsabschnillcn frcilicgt. Die Kontaktie- 

zcluny cines Ilalblciterwafcrs 11 ausgcbildc! wird, Kontak- rungsflccken 70 und die leilcndc Schicht 81 wcrdcn durch 

licrungsileckcn auf, die von dicscm frciliegcn, urn clckirisch Rcflow- odcr Thennokompressionskoniaktierung clckirisch 

mil cxlcrncn Abschniltcn verbunden zu wcrdcn. Die Fig. 55 miteinander verbunden. Daher kann eine seilenrichtige 

13A bis 1 3It zeigen cin Vcrlahrcn zum TIcrsiclicn des Halb- Koniakiicrung, das heiBi, einc Flipchip-Befestigung, ausge- 

leiierchip 500 gcmaB dcm funflcn Ausfiihrungsbeispici dcr fuhn wcrdcn. 

vorlicgcndcn lirfindung auf cine stufenartigc Wcisc. Wenn die Kontaktierungsfleckcn 70 aus cincm eulckli- 

Zucrst wcrdcn in cincm Koniaktierungsflcckcn-Ausbil- schen Lot bcslchcn, bdragt dcr Schmelzpunkt des eutckli- 

dungsschritt, dcr in Fig. 13A gczeigl isl, Koniakiicrungs- 60 schen Lou ungefahr 180°CMn dicscm Fall bestchi die Basis, 

flecken 70 auf dcr vorderen Obcrflache des Ilalblciterwafcrs die das Schulzteil 73 bildct, aus einem warmebestandigen 

11 ausgcbildcl, urn clckirisch mil den AnschluBflachcnab- TTarz, wie /.urn Bcispicl Polyimid, und wird cin Silikonklcb- 

schniltcn 21 verbunden zu wcrdcn. Die Kontaktierungsflck- stoff als dcr zuvor bcschricbcne Klcbstoff vcrwcndcl. Die 

ken 70 wcrdcn aus zum Bcispicl einem cutckiischcn Lot Konlaklicrungsflcckcn 70 konnen aus cincm Loi bcsiehcn, 

odcr cincm Lot ausgcbildcl, das In bcinhallcl. Sich-Kontak- 65 das In bcinhallci, dessen Schmelzpunkt nicdrigcr als dcr ci- 

licrungsileckcn bzw. Drahtkontaklicrungsllcckcn, die aus nes cutckiischcn IxMs ist. Die Konlaklicrungsflcckcn 70 und 

Goldkugcln bestchen. wclchc durch Drain koniakiicrung von die leilcndc Schichl 80 konnen in cincr fcslcn Phase durch 

J-::u.,.„ , l;; n nnn nU*'/!^ Yrsni>A'ii/»- ThnrrnrtL'/'vtur^roccirvncL'^nl^l-liorMno Kf»i P.ino.r nioHripOrcn 
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Tcmperatur mileinandcr vcrbundcn werden. Ansonsi.cn kon- 
ncn die Kontakiicrungsflcckcn 70 durch cine Silberpaste 
vcrbundcn wcrdcn, wclchc im allgcincincn zum Bcfesligen 
von Chips auf cinem Subslral vcrwcndci. wird. 

Dahcr wcrdcn gcmaB dem vorliegenden Ausfiihrungsbci- 
spicl kauin Bruchsluckc des Schulzteils 73 crzeugl, da das 
Wafcrschneiden cntlang den Rilien 6 durchgefuhrt wird. Da 
das Schulzieil 73 nichl von deni Ilalblciicrchip 500 enlferni 
wcrdcn muB, kann das Schulzieil 73 fesi mil dem Ilalblciicr- 
chip 500 vcrbundcn wcrdcn. A is Ergcbnis wird das Ablrcn- 
ncn des Schulzleils 73 vcrhindcrt. Dcr Ilalblciicrchip 500 
kann durch die Konlaklicrungsllcckcn 70, die aus den Off- 
nungsabschnillen 72 freiliegcn, wahrend das Schulzieil 73 
darauf gehallcn wird. eleklrisch mil dem exlerncn SubslraL 
80 vcrbundcn wcrdcn. 

In dem Schut/.lagenbercich-Iinircrnungsschritt in dcni 
vorlicgcndcn Ausfuhrungsbcispiel isl csschwicrig, lediglich 
die Offnungsabschniltc 72 auszubildcn, die den Konlaktic- 
rungsllcekcn 70 enlsprechen. Die Rilien 6 mussen nichl aus- 
gebildci wcrdcn. In dicscin ] ; all wird die Schulzlagc 1 zu- 
sammen mil dem Wafer 11 in dem Wafersehneidcschrill ge- 
schnitien. Auch in dicscm I -all konncn, da das Schulzieil 
nichl von dem Ilalblciicrchip enlfcrnl wcrdcn muB und die 
Schulzlagc 1 Test mil dem Ilalbleilcrwafer 11 vcrbundcn 
wcrdcn kann, Bruchstueke und eiri Ablrennen der Sehulz- 25 
I age 1 vcrhindcrt wcrdcn. 

Die Schulzlagc 1 in dem vorlicgcndcn Ausfuhrungsbei- 
spicl kann die Kappenabschniile 5 aufweisen, wie sic in Fig. 
1 gezcigl sind, oder flach scin, wie es in den Fig. 10 und 1 1 
gezcigl isl. Die beweglichcn Abschnillc mussen nichl aus IM) 
beiden Oberflachen des Ilalbleiicrwafcrs freiliegcn, sondern 
konncn aus lediglich einer Obcrflache des Wafers freiliegcn, 
wie es in dem ersien Ausfuhrungsbcispiel der vorlicgendeii 
Erlindung dargeslcJIt isl. 

Im iibrigen ist in den zuvor bcschricbcncn Ausfiihrungs- 35 
beispiclen. wic es in den Fig. 5 bis 7. 9, 12 und 13D gezcigl 
isl, der TTalblcilcrchip 200, 300. 400 oder 500 mil den 
Schuizleilen 14, 15, 63 oder 73 bedeckt und ist cin Um- 
fangsrandabschnitl 51 jedes Schulzteils an einer Innenscite 
cincs Umfangrandabschnills 52 jedes Halblciicrchip ange- 40 
ordncl. Dies isl so, da der Bercich dcr Schulzlagc 1, an dem 
das Wafcrschneiden durchgefuhrt wird, in dem Schutzlagcn- 
bercich-EnlfcrnungssehriU enlicrnl wird, urn die Rilien 6 
oder die Offnungsabschniltc 3 auszubildcn. Da der Uin- 
fangsrandabschnili 51 des Schulzteils an der Inncnscile des 45 
Umfangsrandabschnilts 52 des TTalblcilcrchip angcordnei 
ist, isl es schwicrig, daB die Waferschncidcklingc das 
Schulzieil beruhrt. Als lirgcbnis wcrdcn kaum Bruchsluckc 
dcr Schulzlagc crzeugl und irill das Ablrennen des Schulz- 
ieil s nichl auf. 50 

Wenn die Umfnngsrandabschniilc des Schulzteils und des 
Ilalblciicrchip an dcr glcichcn Position vorgeschen sind, isl 
cs wahrscheinlich, daB das Schulzieil von dem Chip abgc- 
trennt wird, wenn die Seilenilachcn, die oberen Winkclab- 
schnitle, der Randabschnill oder dergleichen des Chip ge- 55 
handhabi oder gcklcmmi werden. Im Gegcnsaiz dazu tritt 
bci den ITalblcilerchips 200 bis 500, da dcr Umfangsrandab- 
schnill 51 des Schulzteils an dcr Inncnseitc des Umfangs- 
randabschnills 52 des ('hip angcordnei isl. um anderc Teile 
nichl zu beruhrcn, das Ablrennen des Schulzteils wahrend 60 
dcr Handhabung kaum auf. 

Nachsiehend erfolgt die Bcschreibung cines sechsten 
Ausfuhrungsbeispicls dcr vorlicgcndcn Erlindung. 

Die Fig. 14A bis 16C zeigen cin Verfahren zum Hcrsiel- 
lcn einer ITalblcitcrvorrichiung gcmaB dem sechsten Aus- 65 
fuhrungsbeispicl der vorlicgcndcn Erhndung auf cine stu- 
fenanige Weisc. Das sechsle Ausfuhrungsbcispiel dcr vor- 
licgcndcn Erlindung vcrwcndci cincn Halblcilerwafcr 11, 



von dem bcidc Oberflachen wie in dem dritten Ausfuh- 
rungsbcispiel der vorlicgcndcn Erfindung vcrarbeiict wcr- 
dcn. Die TIalbJcilervorrichlung in dcni vorliegenden Aus- 
fuhrungsbcispiel wird fur einen cine Xapaziliil erfassenden 
5 Bcschleunigungsscnsor vcrwcndci. Dcr ITalblciterwafer 11 
wcist von dcr hinlcrcn Obcrflache vcrarbcilelc Abschnillc 
41 als Offnungsabschnitlc derart auf, daB Erfassungsab- 
schnitte 10a von vorderen und hinlcrcn Oberllachen des Wa- 
fers 11 freiliegcn. Jcdcr dcr Erfassungsabschniiic 10a bc- 
10 stent aus einer beweglichcn Eleklrodc und einer festen Elek- 
lrodc. 

Wie es in Fig. 14A gezcigl isl, ist cin KIcbslotTilm bzw. 
cine Klebslofflagc 42 an der hinlcrcn Obcrflache des ITalb- 
leiterwafcrs 11 angebracht. Fig. 14B zcigl cine Montagcvor- 
15 richiung 4 zum Ausbilden von Schulzkappenabschnilten 5. 
Die Montagcvorrichiung 4 isl cine Schcibe und wcist mch- 
rcre Veriicfungcn auf cincr Obcrflache von ihr zum Ausbil- 
den dcr Kappenabschniile 5 und mchrcre Lochcr bzw. 
Durchgangslocher 3 auf, die mil den Verlicfungen 2 in Vcr- 
bindung stehen und sich an der andcren Obcrflache von ihr 
zur Vakuumanzichung offnen. 

Als nachstes wird, wie es in Fig. 14C gezcigl ist, cine Va- 
kuurncinspannstufc 600 in Konlakl zu dcr Moniagcvorrich- 
tung 4 an einer den Verlicfungen 2 gegenubcrliegcnden 
Seite angcordnei. Die Vakuumcinspannslufe 600 wcisl in 
sich ein Druckleilloch 601 auf. Das Drucklciiloch 601 slehl 
an cinem Ende von ihm mil den jeweiligcn Lochern 3 und 
mil cinem andcren Ende von ihm rnit einer Vakuumpumpc 
bzw. Dckomprcssionspumpe in Verbindung. Die Monlagc- 
vorrichtung 4 und die Vakuumeinspannslufe 600 sind durch 
cincn O-Ring 602 abgedichtet Die Vakuumanzichung kann 
durch das Drucklciiloch 601 in einer Richiung durchgefuhrt 
werden, die in Fig. 14C durch cincn Pfeil P dargcslelll isl. 

Als niichsles werden, wie es in Fig, 14D gezcigl ist, die 
Montagcvorrichiung 4 und die Vakuumeinspannslufe 600 
auf cine Tcmperatur (zum Beispicl ungefahr 7()°C) crwarml, 
die imstandc isl, die Schulzlagc 1 zu deformicrcn. Danach 
wird in dem Monlagevomchlungs-Befestigungsschrill die 
Schutzlage 1 an dcr Obcrflache der Monlagevorrichlung 4 
befestigi, wahrend die Vakuumpumpc bclrieben wird, um 
die Vakuumanziehung durchzufuhrcn. DemgcmaB wird, wie 
es in dem ersien Ausfuhrungsbcispiel der vorlicgcndcn Er- 
findung beschrieben worden ist, die Schutzlage 1 derail de- 
formicrt, daB sie die Kappenabschniile 5 aufweist, die sich 
von einer Seite einer Klebsloflbbcrflache la zu einer Obcr- 
flache lb enllang den Verlicfungen 2 hin durch cine Anzic- 
hungskraft cinbeulcn, die von den Ixfchcrn 3 ausgeubl wird. 
Zu dicscm Zcitpunkt wird ein Chipvercinzelungsrahrncn 
603 an cinem AuBenumfangsabschniii dcr Schulzlagc 1 an- 
gcordnei, um eine Plaehheit der Schulzlagc 1 zu erhallen. 

Als nachsles werden in dem Waferverhindungsschrill, dcr 
in Fig. 15A gezcigl ist, der ITalblciterwafer 11 und die 
Schutzlage 1 im wcsenllichen auf die gleiche Weisc wie in 
dem ersien Ausfuhrungsbcispiel der vorliegenden Erfindung 
derart zucinander positioniert, daB die Erfassungsabschnitte 
10a den jeweiligcn Kappenabschniiten 5 gegenUbcrliegen. 
Dann wcrdcn die vordcre Obcrflache des Hal blciler wafers 
11 und die KlebsiotTobcrflache la der Schutzlage 1 milein- 
ander vcrbundcn und werden dicsc dann auf Raumtempera- 
tur abgekuhlt, wahrend ihr Zustand erhallen wird. 

Nach einem Abkiihlcn wird in einem Verstarkungspiai- 
ten-Insiallationsschrilt, der in Fig. 15B gezcigl isl, ein Ver- 
starkungswafer 604, der im Durchmcsser groBer als der 
Halblcilerwafcr 11 ist, auf dcr hintcrcn Obcrflache des Klcb- 
stoffilms 42 als cine Vcrstarkungsplattc angcordnei. Die 
Schulzlagc 1 wird mil dem Vcrstarkungs wafer 604 an dem 
AuBenumfangsabschniii der KlebsiotTobcrflache la von die- 
sem vcrbundcn, wodurch die Schulzlagc 1 und dcr Halblei- 



DE 100 13 067 A I 



13 



14 



terwafcr 11 an dcm Vcrstiirkungs wafer 604 bcfestigl wcr- 
dcn. Ms Krgcbnis wird dcr Verslarkungswafer 604 derart 
angcordnct, daB cr dcr Obcrflache dcr Montagevorrichlung 
4, an dcr die Vcrliefungen 2 ausgcbildct sind, iiber den Wa- 
fer 11 und die Schutzlage 1, die sich dazwischen befinden, 
gegenubcrliegt. 

Ms nachsles wird die Montagevorrichlung 4 von der 
Schulziagc 1 gelost. In dem vorliegendcn Ausfuhrungsbci- 
spiei wird ein Druck iiber die Moniagevorrichtung 4 in cincr 
Richlung, die durch einen Pfcil P in Fig. 15B dargcstcllt isl s 
auf die Schutzlage 1 ausgciibl (Druckausubungs-Losc- 
schrilt). (ienauer gesagt wird die Verbindung des lindes des 
Drueklcitlochs 601 von der Vakuumpumpc zu eincr Druck- 
zufuhrvorrichtung (nichl gczcigt, /.urn Bcispiel ein Kom- 
pressor) umgcschallcl. Das Umsehaltcri der Verbindung 
kann durch Unischait.cn eines Ixitungssystems (wic zum 
Bcispiel eincs Schlauchsysiems) der Vakuumpumpc zu ei- 
ncm Lciiiingssyslcm dcr Druckzufuhrvorrichtung durch ci- 
nen Schallkoibcn odcr dcrgleichcn durchgefuhrt werden. 

Die Druckzufuhrvorrichtung licfert Gas, wic zum Bci- 
spiel komprimicrlc Lull odcr kouipriiniertcn Slickstoff (N 2 ) 
uber das Drucklcilloch 601 in die Tocher 3, uni dadurch die 
Druckausubung mil cincm Druck von ungefahr 0,03 MPa 
durchzufuhrcn. Die Kappcnabschniltc 5 werden durch die 
GroBe des Drucks nichl dcformierl. In diescm unter Druck 
gcsct/.len /ustand wird der Vers! iirkungs wafer 604 zusam- 
tnen mil dcm TTalblcitcrwafer 11 und dcr Schutzlage 1 von 
dcr Moniagevorrichtung 4 gelost. Zu diescm Zcilpunkl 
wird, da der Ilalblcitcrwafer 11 von dcm Verslarkungswafer 
604 an der hinlcrcn Obcrflache von ihm getragen wird, dcr 
Halblcilcrwafcr 11 wahrend des loosens nichl defonnien 
(gewolbi) und beschadigi. Fig. 15C zcigtden Zusland, nach- 
dcin das Ix)sen ausgefuhrt worden isl. 

Ms nachsles wird in cineni Verstarkungsplalten-rintfcr- 
nungsschritl, dcr in Fig. 16A gczcigt isl, der AuBcnum- 
fangsabschnitl dcr Schutzlage 1 durch Abtrcnnen entfcrni 
und wird dcmgemaB dcr Verslarkungswafer 60 von dcm 
ITalblciicrwafcr 11 entfcrni. Da dcr Verslarkungswafer 604 
lediglich den Klebsloflilm 42 bcruhn, kann dessen Abtrcn- 
nen einfach durchgefuhrt werden. Als nachsles wird, wic es 
in Fig. 16B gczcigt isl, cine Chipvcrcinzelungsiagc 12 an 
dcr hintcren Obcrflache des Kiebstofrilms 42 angebracht 
und wird der Waferschneidcschritt untcr Verwendung cincr 
Waferschncidcklinge 605 ausgefuhrt. Danach wird, wic es 
in Fig. 16C gczcigt isl, die Schutzlage 1 entfernl, urn da- 
durch den Halbleilerwafcr 11 in Chips zu leilen. Im ubrigen 
dicnen die Montagevorrichlung 4, der Verslarkungswafer 
bzw. die Vers l ark ungs pi ailc 604, das Drucklciiloch 601 und 
die Druckzufuhrvorrichlung bzw. Druckausubungsvorrich- 
lung in dcm vorliegendcn Ausfuhrungsbeispiel der vorlie- 
gendcn Frfindung zusammenwirkend als eine Wafcr-Txisc- 
vorrichiung. 

GcmaB dem Verfahrcn des vorliegendcn Ausfuhrungsbei- 
spicls wird, nachdem der TIalblcilcrwafer 11 mil dcr Kleb- 
stotlbbcrflache la der Schulziagc 1 vcrbunden worden isl, 
die fesi an der Montagevorrichlung 4 bcfestigl isl, die 
Schutzlage 1 zusammen mil dcm Halblcilcrwafcr 11 von dcr 
Moniagevorrichtung 4 gelost. Wcnn die Schutzlage 1 von 
dcr Moniagevorrichtung 4 gelost wird, wird ein Druck uber 
die Moniagevorrichtung 4 in einer Richtung, in welcher die 
Schutzlage 1 gelost wird, auf die Schutzlage 1 ausgciibt. 

DcmgemaB kann der HaJb lei terwafcr 11, der mil der 
Schutzlage 1 verbunden ist. einfach unlcr cinem Druck ab- 
genommen werden, ohne irgendwclchc Beschadigungcn 
aufzuweiscn. Dahcr kann das Txiscn des Wafers gcmiiB dcm 
Verfahrcn der vorliegendcn Rrfindung mil cincr hohen Bcar- 
bcilbarkcii und cincm hohen Durchsatz durchgefuhrt wcr- 
Hnn Hor V^r«i uAe i ino«tv»fnr 604 nuiR nu:ht immcr anocwen- 



dei werden, isl abcr wirkungsvoll, urn die Beschadigungcn 
an dcm Hal blci terwafcr 11 zweckmaBigcr zu verhindcrn. 

Die Montagevorrichlung 4 in dem vorliegendcn Ausfuh- 
rungsbeispiel wcist die Vcrliefungen 2 und die Lochcr 3 auf, 

5 die mil den Vcrliefungen 2 in Verbindung siehcn, und die 
Schutzlage 1 wird cntlang den Vcrliefungen 2 derart defor- 
rnicrt, daB sic die Kappenabschnitle 5 aufweist. Die Kap- 
penabschnitle 5 schutzen die bcwcglichcn Abschnittc des 
Tlalbleiterwafers vor cincr Obernachcnspannung und cincm 

10 Wasscrdruck wahrend des Wafcrschncidcschrilts. Andcrer- 
scits wird die Ahmessung jedes ITalblcilerchips Jahr fur Jahr 
verringeri. so daB die Anzahl der Chips, die durch einen Wa- 
fer ausgcbildct werden, auf zum Bcispiel 2000 bis 3000 cr- 
hoht wird. 

15 In cincm dcrarligen Fall crfordert die groBc Anzahl von 
Chips mindeslens die gleiche Anzahl von Kappenabschnil- 
len. DcmgemaB isles erforderlich, daB die Moniagevorrich- 
tung zum Ausbildcn dcr Kappcnabschniltc 2(XX) bis 3000 
Vcrliefungen auf sich aufweist. In diesem Fall ist es schr 
20 schwierig, die Schulziagc 1 von dcr Montagevorrichlung 4 
loscn, da die Schutzlage 1 cntlang den Vcrliefungen cingc- 
beull ist. GcmaB dcm vorliegendcn Ausfuhrungsbeispiel 
kann jedoch die Schutzlage auch in cinem derartigen Fall 
einfach gelost werden, urn dadurch das zuvor bcschricbcne 
25 Problem zu losen. 

Die Moniagevorrichtung 4 kann lediglich Hach sein, ohhc 
die Vcrliefungen 2 aufzuweiscn, und lediglich Lochcr 3 kon- 
nen in dcr Montagevorrichlung 4 ausgcbildct sein. In diescm 
Fall werden die Kappcnabschniltc 5 nichl an dcr Schutzlage 
30 1 ausgcbildct. Diese Andcrung becintriichtigl ubcrhaupt 
nicht den Hffekl eines einfachen Loscns der Schutzlage 1 
von der Montagevorrichlung 4 durch Druckausubung. Ob- 
gleich sowohl cine Vakuumanziehung als auch cine Druck- 
ausubung durch die Lochcr 3 durchgefuhrt werden, kann die 
35 Montagevorrichlung 4 anderc Lochcr lediglich fur cine 
Druckausubung aufweiscn. 

Das Verfahrcn der vorliegcnden Hrtindung, das zuvor bc- 
schrieben worden isl, beinhaltel kcincn Schulziagcnbereich- 
linlfcrnungsschritl, dcr in den crslen bis funftcn Ausfiih- 
40 rungsbeispiclcn dcr vorliegendcn Brfindung bcschricbcn 
worden isl. Jedoch kann auch dann, wcnn der Schutzlagcn- 
Entfernungsschrill ausgefuhrt wird, dcr Eftekl des vorlie- 
gcnden Ausfuhrungsbeispiels ebenso hcrvorgebracht wer- 
den. Zum Bcispiel konncn die Berciche der Schutzlage 1, 
45 die den Ritzbercichen entsprechen, zwischen dem Schritt, 
der in Fig. 14D gezeigl ist, und dcm Schritt, der in Fig. 15 A 
gezcigt isl, cntfernt werden. Auch wcnn die Schulziagc 1 
dcmgemaB gcteili wird, wird, da die Schutzlage 1 durch Va- 
kuumabsorption an der Montagevorrichlung 4 bcfestigl ist, 
50 die gclcille Schulziagc 1 nichl gelockcrt, urn voncinander 
getrennt zu werden. 

Die Verstarkungsplallc dcr Wafcr-Loscvorrichtung isl 
nicht auf den Verslarkungswafer, wiezum Bcispiel einen Si- 
liziumwafcr, beschrankt, sondern kann cine Druckvorrich- 
55 tungsplatic 606 sein, die in den Fig. 17A und 17B gczcigt 
ist. In cinem abgcwandeltcn Ausfuhrungsbeispiel dcr vorlie- 
gendcn lirfindung, das in den Fig, 17A und 17B gczcigt isl. 
bestehl die Druckvorrichlungsplaltc 606 aus Aluminium 
und weisi cine Obcrflache 607 und Vorsprungsabschnittc 
GO 608 auf, die von dem AuBcnumfangsabschnitt dcr Obcrfla- 
che 607 zu dcr Moniagevorrichtung 4 hin hcrvorsichcn. Die 
Flachc der Obcrflache 607 isl groBcr als die des Halbleiicr- 
wafers 11. 

In cinem Versiarkungsplatien-Installationsschriit, dcr die 
65 Druckvorrichlungsplatlc 606 verwendet, werden, nachdem 
die Vakuumanziehung gestoppi worden isU wic es in Fig. 17 
gczcigt isl. die Druckvorrichlungsplatlc 606 und die Monta- 
ucvorrichlunu 4 durch Befcsiigungsschraubcn 609 miicin- 
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ancicr bcfestigl, die in Schraubcnlochcr dcr Druck vorrieh- 
lungsplaUc 606 und dcr Mont age vorrich lung 4 cingcbrachl. 
werden. DcmgcmaB weisl die Oberflache 607 dcr Platte 6 
eincn hesl.immlcn Spall zu deni KIcbslolTilm 42 auf, dcr mil. 
dem ITalbleilerwafer 11 vcrbunden isl. Die vorderen Hndcn 5 
dcr Vorsprungsabschnilte 608 werden von dcr Oberflache 
dcr Mont age vorrichi ung 4 ubcr den AuBenumfangsab- 
schnitt der Schulzlagc 1 gehallen. 

Als niichsics wird. bei einem Druckausubungs-T,osc- 
schrilt, der die Druckvorrichlungsplatic 606 verwendet., wic 10 
sic zuvor beschrieben worden isl, der Druck ubcr die Mon- 
lage vorrichiung 4 in einer Richlung, in welehcr die Schulz- 
lage 1 zu losen isl, auf die Schul/lage 1 ausgeuht. Dcmgc- 
maB wird die Schut/.lagc 1 leichi von dcr Mon lagevorrich- 
lung 4 getrcnni, wic es in Fig. 17B gc/cigl isl. Die hinterc 15 
Oberflache des TTalbleilcrwafcrs 11 grenzt ubcr den Klcb- 
sioi'filni 42 an die Oberllache 607 der Druck vorrichiungs- 
plane 606 an und wird von der Oberflache 607 gehallen. 
Eolglich kann zweckmaBiger verhinderi werden, daB der 
TTalbleitcrwafcr 11 beschadigt wird. .Danach werden die Be- 20 
fcsligungsschrauhen 609 gelost, so daB die Druekvorrich- 
lungsplalle 606 von dem ITalbleilerwafer 11 gclosl wird. 

Wie es zuvor besehricben worden 1st, wird dcr Vcrstar- 
kungs wafer 604 durch die Klcbsloflobcrflachc la dcr 
Schul/.lage 1 an deni ITalbleilerwafer 11 und der Schulzlagc 25 

I bcfestigl, die an dem AuBenumfangsabschnilt des Vcrstar- 
kungs wafers 604 klebt. Desha lb vcrbleiben Klcbstofle auf 
dem Vcrstarkungswafer 604 nach dessen Vcrwendung. 
Wenn dcr Vcrstarkungswafer 604 erncul als cine Vcrstar- 
kungsplalic verwendet wird, isl es notwendig, zu vcrhin- 30 
dern, daB dcr ITalbleilerwafer 11 durch die Klcbsloffc vcrun- 
rcinigl wird, die auf dem Vers lark ungs wafer 604 vcrbleiben. 
Da das Posiliotiiereu zwischen dem Vcrstarkungswafer 604 
und dem Ilalbleiterwafer 11 nicht einfach isl, rnuB der Vcr- 
starkungswafer 604 gercinigl werden, bevor er erncul ver- 35 
wendcl wird, urn die Vcrunrcinigung des Halblcilcrwafcrs 

II zu vcrhindcrn. 

Andererseiis wcist die Drue kvorrichtungspl alt e 606, die 
/.uvor besehricben worden isl, die Vorsprungsab sen nine 608 
an ihrein AuBcnumfangsabschnili auf, und halicn die Vor- 40 
sprungsabschnilic 608 den ITalbleilerwafer 11. Das Posilio- 
nieren /.wischen dem ITalbleilerwafer 11 und der Druckvor- 
richtungsplalte 606 kann. unler Vcrwendung dcr Vorsprung- 
sabschnilte 608 als Bc/ug einfach ausgefuhrt werden. Da 
kein KlebsiolT an der Druckvorrichtungsplatte 606 klcbl, 45 
gibl es keine Moglichkeil, den TTalbleitcrwafcr 11 durch den 
KlebsiolT zu verunreinigen. 

Die Druck vorrichiungsplaile 606 muB nicht gercinigl 
werden, wenn sic erncul verwendet wird, was zu cincr Vcr- 
einfachung des TTerslellungsverfahrens fiihrl. 50 

Ohgleich die vorliegcnde Krlindung unler Bczugnahme 
auf die vorhergehenden Ausfuhrungsbcispiclc der vorlic- 
genden Erhndung gc/cigl und besehricben worden isl, isl es 
fiir Eachlcute offcnsichllich, daB Andcrungcn in der Form 
und im Detail durchgcfuhri werden konncn, ohne den Urn- 55 
fang dcr vorliegcnde n Erfindung zu vcrlassen, wic cr in den 
bcilicgcndcn Anspruchcn definierl ist. 

Zum Bei spiel kann die ITalbleilcrvorrichlung bei der vor- 
liegendcn Iirundung aus eincm Ilalbleitcrchip bestehen, dcr 
mit I Tar/, vcrkapscll ist . In den /.u vor beschriebenen Ausfiih- GO 
rungsbcispielcn dcr vorliegendcn Erfindung weisen die 
Schui/teile verschicdene Slruklurcn. wic zum Bcispicl ei- 
ncn Kappcnabschnill, cinen Spall, dcr durch Klcbstotlc dc- 
liniert isl, und cine Vcrtiefung auf, die durch eincn Excimer- 
lascr ausgcbildel wird, um dadurch cine Bcriihrung mil den 65 
bcweglichcn Abschnitlen des TTalbleilcrwafcrs zu vcrhin- 
dcrn. Jedoch isl die Slruktur des Schut/leils nicht auf dicsc 
beschriinkl. In den /uvor beschriebenen Ausfuhrungsbei- 



spielcn der vorliegendcn Erfindung konncn, obglcich meh- 
rcrc Schulzicile aus einer Schulzlagc ausgcbildel werden, 
die an der Monlagevorrichtung befesligl isl, die Schulzicile 
einzeln ausgcbildel und (est. auf der Montage vorrichuing an- 
gcbrachl werden. Die zuvor beschriebenen Ausfuhrungsbci- 
spiclc dcr vorliegendcn Erfindung konncn ausgcwahll und 
zweckmaBig miteinander kombinicrt werden. Die vorlie- 
gcnde lirlindung isl nicht auf cine 1 laJbleitcrvorrichtung bc- 
schrankt, die eincn bcweglichcn Abschnilt aufweisl, son- 
dern kann an anderen TIalbleilervorriehtungcn und Vcrfah- 
rcn zum TIcrslellcn der Vorrich l ungen durch '/erteilen eines 
TIalbleitcrwafers. der mil einer Schulzlagc bedeckl ist, in 
Chips durch Chipvcrcinzelung angewendet werden. 

Wie es zuvor besehricben worden ist, wird cine Schulz- 
lagc an einer .Monlagevorrichtung bcfestigl und werden Bc- 
rcichc dcr Schulzlagc cntfernt, die Bercichen cntsprcchcn, 
an denen ein Zcrleilen durch Chipvcreinzelung durchzufuh- 
rcn isl, um Rillen auszubilden. Dann wird ein ITalbleilerwa- 
fer an einer der Monlagevorrichtung gegenuberliegenden 
Sciic mil dcr Schulzlagc vcrbunden und wird die Monlage- 
vorrichtung von der Schulzlagc und dem ITalbleilerwafer 
gelost, die miteinander vcrbunden sind. Danach wird dcr 
TTalbleitcrwafcr durch ('hipvcreinzelung enllang den Rillen 
der Schuiy.lagc in ITalblcitcrchips zcrleilt. Da die Schulzlagc 
nichl durch die ('hipvcreinzelung zcrleilt wird, werden 
keinc Bruchstuckc der Schulzlagc erzcugu was cine Verun- 
rcinigung an den Chips vcrhindcrl, 

Palcntanspruchc 

1. Verfahren zum ITcrslclien einer TTalbleilcrvorrich- 
lung, das die folgendcn Schrilte aufweisl: 
Befestigen einer Schulzlagc (1) an einer Monlagevor- 
richtung (4); 

Enlfcrncn eines Wafcrschncidcbercichs der an dcr 
Monlagevorrichtung (4) bcfcsliglen Schulzlagc (1); 
Vcrbindcn eines TIaibleiter wafers (11) mil der Schulz- 
lagc (1) an cincr der Monlagevorrichtung (4) gegcri- 
uberliegenden Seilc, wobci die Schutzlage (1) an der 
Monlagevorrichtung (4) befcstigl isl; 
loosen der Schulzlagc (1) und des TIalbleitcrwafers (11) 
von der Monlagevorrichtung (4), wodurch der ITalblei- 
lerwafer (11) aus dem Waferschneidcbcrcich freilicgt, 
an dem die Schulzlagc (1) cntfernt isl; und 
Zcrtcilcn des ITalblciterwafers (11) enllang des Wafcr- 
schncidcbercichs durch Chipvcrcinzelung. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, das weitcrhin die fol- 
gendcn Schrillc aufweisl: 

Ausbildcn cincs AnschluBflachenabschnitts (21) auf ei- 
ner Obcrilache des TTalbleilcrwafcrs (11), die mit der 
Schulzlagc (1) zu vcrbindcn ist; 
dcraniges Unifcrncn eines AnschluBflaehcnabschnilts 
der Schulzlagc (1) zusammcn mil dem Wafcrschneide- 
bereich, daB ein Oflnungsabschnilt (23) zum T : rcilegcn 
des AnschluBflachenabschnitts (21) aus diesem ausgc- 
bildel wird, wenn der ITalbleilerwafer (11) und die 
Schulzlagc (1) miteinander vcrbunden sind; und 
Vcrbindcn eines Drahts (33) mil dem AnschluBfiachcn- 
abschnitt (21), dcr aus dem Offnungsabschnitt (23) der 
Schulzlagc (1) frciliegt, nach eincm Zertcilen des 
HaJbleiicrwafcrs (11) enllang des Waferschneidebe- 
rcichs durch ('hipvcreinzelung. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 odcr 2, bei dem das Enl- 
femcn des Waferschneidebercichs der Schulzlagc (1) 
durch dcrarligcs Ablrcnncn des Wafcrschncidcbercichs 
ausgefuhrt wird, daB cine Rilie (6) ausgcbildel wird. 

4. Verfahren nach eincm dcr Anspruche 1 bis 3, bei 
dem die Schutzlagc (1) aus eincm sich bei Warme zu- 
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sammcn/ichcndcn KunstsiofTilm bcsichi. 

5. Vcrfahrcn nach cincm dcr Anspruchc 1 bis 4, das 
wcilcrhin cinen Schritl eincs Anbringcns eincr rucksci- 
ligcn Lagc (42) an dcm T-Taiblciterwafcr (11) an eincr 
dcr Schutzlage (1) gegenubcrlicgcndcn Seitc vor cincm 5 
Zcrteilcn des Halblcitcrwafers (11) aufwcist. 

6. Vcrfahrcn nach cincm dcr Anspruchc 1 bis 5, bci 
dcm die Schul/lagc (1) (lurch Vakuuniabsorplion an 
der Moniagcvorrichlung (4) bcfesiigt wird. 

7. Vcrfahrcn nach cincm dcr Anspruchc 1 bis 6, bci 10 
dcm das Loscn dcr Schutzlage (1) und des Tlalblcilcr- 
wafcrs (11) von dcr Moniagcvorrichlung (4) cin Aus- 
iiben cincs Drucks auf die Schul/lagc (1) von dcr Scilc 
dcr Montage vorrichlung (4) beinhaltcl. 

8. Vcrfahrcn /urn Hcrslcllcn eincr Halblcitcrvorrich- 15 
lung, das die folgcnden SchriUc aufwcisl: 
Vorbcreiien cincs Halbleilerwafers (11) und eincr 
Schul/lagc (1); 

Ausbildcn cincs Kontaklierungsfleckcns (70) auf eincr 
Ilauplllachc des ITalbleitcrwafers (11): 20 
Ausbildcn cincs Offnungsabschnitts (72) in dcr Schutz- 
lagc(l); 

derartiges Vcrbindcn dcr Hauplflachc des Tlalbleiicr- 
wafers (II) mil dcr Schuly.lagc (I), daB dcr Konlaktic- 
rungsflecken (70) aus dcm Oflfnungsabschnkt (72) frci- 25 
licgl; und 

derartiges Zcrteilcn des Halblcitcrwafers (11) durch 
Chipvcrcinzclung, daB cine ITalblcilcrvorrichlung aus- 
gcbildet wird, die mil dcr Schul/lagc (1) bcdcckl isi 
und den Konlaklierungsflccken (70) aufwcist, dcr aus 30 
dcm OtTnungsabschnill (72) frciliegt. 

9. Vcrfahrcn nach Anspruch 8, das wcilcrhin die fol- 
gcuden SchriUc aufwcisl: 

Vorbcreiien cincs Substrata (80), das cinen leilcnden 
AbschniU (81) auf sich aufwcisl; 35 
Anordncn dcr Halbleitcrvorrichlung auf dcm Subslral 
(80), wobci dcr Konlaklierungsncckcn (70) den leilcn- 
den AbschniU (81) bcruhrl; und 
clcktriscrics Vcrbindcn des Kont akticrung slice kens 
(70) mil dcm leilcnden AbschniU (81). 40 

10. Vcrfahrcn nach Anspruch 8 odcr 9, das wcilcrhin 
die folgcnden Sehrille aufwcist: 

Bcfcsligcn der Schul/lagc (1) an eincr Mont age vor- 
richlung (4) durch Vakuumabsorption, bevor der Off- 
nungsabschnill (72) in dcr Schul/lagc (1) ausgebildci 45 
wird; und 

Loscn dcr Montagcvorrichtung (4) von der Schul/lagc 
(1) nach dcm Vcrbindcn des ITalbleitcrwafers (11) mil 
dcr Schul/lagc (1). 

11. Vcrfahrcn nach Anspruch 10, bci dem das Losen 50 
der Moniagcvorrichlung (4) von der Schutzlage (1) cin 
Ausubcn cincs Drucks auf die Schul/lagc (1) durch cin 
Loch (3) bcinhaliet. das in dcr Mont age vorrichlung (4) 
vorgeschen ist. 

12. Vcrfahrcn zum Herstcllen eincr Halbleilervorrich- 55 
lung, das die folgcnden Schrittc aufwcisl: 

Bcfcsligcn eincr Schul/lagc (1) an eincr Moniagcvor- 
richiung (4); 

Vcrbindcn eincs Halbleilerwafers (11) rnit dcr Schutz- 
lage (1) an eincr dcr Montage vorrichlung (4) gegen- 60 
ubcrlicgcnden Seitc; und 

Loscn dcr Schutzlage (1) und des Halblcitcrwafers (11) 
von def Moniagcvorrichlung (4) durch cinen Druck. 
dcr von der Sciic der Moniagcvorrichlung (4) auf die 
Schul/lagc (1) ausgcubt wird. 65 

13. Vcrfahren nach Anspruch 12, bei dcm dcr Druck 
auf die Schul/lagc (1) durch ein Loch (3) ausgcubt 
wird. das in dcr Montaecvorriehtune (4) voreesehen 



isi. 

14. Hal bleiter vorrichlung, die aufwcisl: 

cinen Halblcitcrchip (200; 300; 400; 500), dcr durch 
Zcrteilcn eines Halbleilerwafers (11) durch Chipvcr- 
cin/clung vorgeschen ist; und 

cin Schut/tcil (14; 51; 63; 73), das auf dcm Halblcitcr- 
chip (200; 300; 400; 500) angcordnct isi, wobci das 
Schut/tcil (14; 51: 63; 73) /urn Schut7.cn des Halblci- 
icrchip (200; 300; 400; 500) diem, wenn dcr TTalbleilcr- 
wafcr (11) durch ('hipvcrcin/clung /cricill wird, wobci 
cin Umfangsrandabschniil (51) des Schulr.icils (14; 51; 
63; 73) an eincr Inncnscilc cincs Umfangsrandab- 
schnitls (52) des Halblcitcrchip (200; 300; 400; 500) 
vorgeschen isi. 

15. TIalbleilervorrichtung, die aufwcist: 

cinen Halblcitcrchip (500), dcr durch Zcrteilcn eincs 
Halblcitcrwafers (11) durch Chipvcrcin/clung vorgesc- 
hen ist; 

cinen Kontaklierungsflecken (70), der auf eincr Ober- 
flachc des Halblcitcrchip (500) angcordnet ist: und 
cin Schut/icil (73), das auf dcr Obcrflache des Halblei- 
terctnp (500) angcoranct ist und cinen Offnungsab- 
schnitl (72) aufwcist, aus wclchcm dcr Kontaklierungs- 
flecken (70) freilicgu wobei das Schul/tcil (73) zum 
Schiil/cn des TTalblcilcrchip (500) dicnl, wenn dcr 
TIalbleitcrwafer (11) durch Chipvcrcinzelung zerleill 
wird. 

16. Wafer-Lc)sevorrichtung, die aufwcisl: 

cine Moniagcvorrichlung (4) zum festen Halten eincr 
Schutzlage (1) auf sich, wobei die Schul/lagc (1) zum 
Schut/cn eincs ITalbleitcrwafers (11) durch Bedecken 
des Halblcitcrwafers (11) dicnl; und 
cine Druckausubungseinrichtung £Uin derarligen Aus- 
ubcn eines Drucks auf die Schutzlage (1), daB die 
Schutzlage (1) durch den Druck zusanimen mil dcm 
Halbleilerwafcr (11), welcher an eincr der Moniagc- 
vorrichlung (4) gegenubcrlicgcndcn Seitc mil dcr 
Schutzlage (1) verbunden ist, von dcr Montagevorrich- 
tung (4) gelost wird. 

17. \Vafer-lx)sevorrichlung nach Anspruch 16, bei dcr 
die Druckausubungseinrichtung den Druck durch cin in 
der Montagcvorrichtung (4) vorgesehencs Durch- 
gangsloch (3) ausiibt. 

18. Wafer-Ldsevorrichtung nach Anspruch 16 odcr 17, 
bei der: 

die Montagevorrichtung (4) einc Mehrzahl von Veriic- 
fungen (2) auf eincr Obcrflache von ihr zum festen Hal- 
ten der Schutzlage (1) und eine Mehrzahl von Lochem 
(3) aufwcist, die mil jeweiligcn der Mehrzahl von Vcr- 
ticfungen (2) verbunden sind; und 
die Montagevorrichlung (4), die auf sich bcfcsliglc 
Schul/lagc (1) cnllang dcr Mehrzahl von Verliefungen 
(2) durch Absorption defomiicrl, die durch die Mehr- 
zahl der Locher (3) durchgefuhrt wird. 

1 9. Wafer-l.osevorrichtung nach einem der Anspruche 
16 bis 18, die weiierhin eine Vcrstarkungsplatie (604; 
606) zum Tragen des Halbleilerwafers (11) an eincr dcr 
Schutzlage (1) gegenuberlicgendcn Seite aufwcisl, 
wenn die Schulzlage (1) und der Halbleiterwatcr (11) 
von der Montagevorrichtung (4) gelost werden. 

20. Wafer-Losevorrichtung nach Anspruch 19, bei der 
die Verstarkungsplatte (604; 606) eine Trageroberfia- 
che (607) zum Tragen das Halbleilerwafers (11) und ei- 
nen Vorsprungsabschnitt (608) aufweist, der von einem 
AuBcnumfangsabschnitt dcr Tragcrobcrflachc (607) zu 
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dcr Moniagcvorrichiung (4) hin hcrvorstchl. 
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